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%SH Silizium-Planar-Diode s 4“7

Ausfithrung
Silizium-Epitaxial-Planar-Diode im Miniatur-Glasgeh8use. Kennzeichnung durch Farbringe —
auf der Kathodenseite beginnend — nach dem internationalen Farbcode.

Verwendung
Dicde flr den Einsatz als schneller Schalter bei niedrigen Strémen.

Abmessungen
(MaBe in mm)
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Grenzdaten
Verlustieistung Ty=25°C P 250 mw |
| Sperrspannung Tu=025*Clilg =10:A] Ug a0 v i
Spitzensperrspannung Ir="100:A Urm 40 v
| DurchlaBgleichstram g 50 mA
| DurchlaBspitzenstrom 1 - 25 Hz I Epa 150 ma
| DurchlaBstolBstrom t< 18 irg 300 m A |
| MaximaleSperrschichttemperatur +T 150 “C
| Minimale Gehiiusetemperatur —Tg 55 *C
| Maximale Lagertemperatur +Ty 150 “C
!llir}irna_lf_ Lagertemperatur —Ts | 55 ‘C

Datasheet Rev. 1.3 — 03/19 — data without warranty / liability



SEL Diode S407 Datasheet

Statische Kenndaten bei T, = 25 °C
Sperrstrom Ug =10V I < 50 naA,
Ig* =< 3 T
DurchlaBspannung Ig = 1 mA Ug = 07 W
Ig =10 ma = 1,0 A"
lp = 30 mA = 1,35 W
Wiarmewiderstand Rihu 05 ‘_‘C_.'mW|
*Tj=100"C
Dynamische Kenndaten bai Ty = 25 'C
Diodenkapazitédt Ug = 0 C < B pF
f =10 MHz
Sperrverzogerungszeit van Ig = 10 mA trr I = 18 ns
auf Ig = 10 mA
_his Ilg = 1 mA
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